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【背景】バンドギャップを有し、薄膜領域で比

較的高い移動度を示す MoS2膜は MISFET 応用

が期待されているが[1]、汚染[2]や硫黄欠陥[3]

による高いキャリア密度によってノーマリー

オン動作、つまり負の閾値電圧を持つことが課

題に挙げられる。我々はスパッタリング法によ

るクリーンな MoS2 膜堆積[4]と硫化プロセス

[5]により、MoS2 膜のキャリア密度を低減し、

蓄積動作のノーマリーオフ MISFETs 実証に成

功している [6] 。本研究では、 Metal-Top-

Gate/High-k/スパッタリング MoS2 膜のゲート

スタックにおける容量特性について報告する。 

【方法】SiO2/Si 基板上にスパッタリング法で

MoS2膜を 2.7 nm 堆積し、700oC、60 分間の硫

化プロセスを実施した。ALD 法で Al2O3 膜を

16.4 nm 堆積[7]後、50-nm TiN ゲート電極をス

パッタとリフトオフで形成した。PMA(Post 

Metallization Annealing)として、フォーミングガ

ス(3%-H2 in N2)雰囲気で 300oC、30 分間のアニ

ールを行った後、銀ペーストで MoS2 膜へのコ

ンタクトを形成し MISCAP を作製した。 

【結果】Fig. 1 に C-V 測定の結果を示す。周波

数 100 kHz および 10 kHz 時に n 型 MoS2 の蓄

積領域の電界効果を確認した。蓄積領域におけ

る周波数分散は MoS2膜中チャネルへの S/D オ

フセット寄生抵抗や Ag/MoS2 界面のコンタク

ト抵抗が高いことが原因であると考えられる

[8]。また他機関の C-V 測定では負の閾値電圧

を持つことに対して、本デバイスでは蓄積状態

に至る閾値電圧Vthが正の値（約 0.2 V@10 kHz、

約 0.9 V@100 kHz）になることを確認した。ス

パッタリング法により低キャリア濃度の MoS2

を成膜できている結果であると考えており、今

後C-V特性の詳細な解析を進める予定である。 

 
Fig. 1: C-V curves of top-gated sputtered-MoS2 

MISCAP comparing to reported Vth values[9-12].  
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